
スパッタリング AlN バッファ層を用いた緑色 LED の発光特性の改善 

Improvement of emission characteristics in green LEDs using sputtered AlN buffer layer 
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【はじめに】GaInN/GaN 量子井戸を有する長波長 LED において、格子不整合に起因した活性層内

のピエゾ電界により発光効率の低下が生じる。サファイア基板を研磨して薄くすることで、冷却

過程で成長膜に生じた熱応力を低減し緑色LEDの発光効率が改善したという報告がある[1]。また、

スパッタリングによって成膜された AlN(sp-AlN)をバッファ層として用いることにより低温 GaN

バッファ層を用いた場合に比べサンプルの反りが小さくなるということが知られている。これは

上記の報告例と同様、成長膜内の熱歪が小さいことを示す。したがって、sp-AlNバッファ層を用

いることで GaN系長波長 LEDにおいて発光効率の改善が期待できると考えた。 

【実験・結果】sp-AlNと低温 GaNバッファ層を用いた緑色 LEDを MOVPE法によりそれぞれ作膜し、

PL測定を行った。sp-AlNを GaNバッファ層の代わりに用いることにより PL強度が約 1.6倍に増

加した(図 1)。PL強度の増加が歪みの低減によるものなのかを調査するために、各バッファ層を

用いた GaNテンプレートを X線 2θ/ω スキャン測定で評価した。表 1に各バッファ層上に成膜させ

た GaNの面内方向の格子定数および圧縮歪を示す。sp-AlNを用いたサンプルの方が面内方向の格

子定数が大きく、活性層の GaInN層に生じる歪みは小さくなると考えられる。これらの結果から、

sp-AlNを用いることで成長膜の歪が抑制され GaN系

長波長 LEDの高効率化につながることが示唆された。 
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図 1  PL 発光スペクトル 

表 1 GaN 格子定数と圧縮歪 

GaN格子定数 a [Å] 圧縮歪　[-]

GaN buffer 3.182 2.1×10
-3

AlN buffer 3.185 1.2×10
-3

bulk 3.189
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